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Resumo

Atoche Espinoza, Vicente Agustin; Freire Jr.,, Fernando Lazaro.
Incorporacio superficial de nitrogénio em filmes DLC tratados em
plasma de radio freqiiéncia. Rio de Janeiro, 2003. 114 p. Dissertag¢do de
Mestrado, Departamento de Fisica, Pontificia Universidade Catolica do rio
de Janeiro.

Filmes de carbono amorfo hidrogenados, a—C:H e nitrogenados,
a—C:H(N) depositados pela técnica Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition (PECVD) em atmosferas de metano e metano-nitrogénio foram
submetidos a tratamento em plasmas de N,. A influéncia de varios parametros foi
investigada: a pressdo da cadmara, tensdo de autopolarizagdo e tempo de exposicao.
A taxa de erosdo determinada por perfilometria. A taxa aumenta com a tensdo e
tende a saturar-se para altas pressdes. A incorporagdo de nitrogénio foi medida
por reagdo nuclear. O resultado indica um decréscimo no contetido de N com o
aumento da tensdo de autopolarizagdo e pode ser explicado pelo aumento da
erosdao quimica e fisica. As ligacdes quimicas foram analisadas por XPS e dois
ambiente podem ser identificados: um com atomos de N rodeado por atomos de
C e o outro com atomos N ligado ao H. A modificagdo da rugosidade da
superficie e coeficiente de atrito foi caracterizada por Microscopia de Forga
Atomica (AFM). A rugosidade da superficie ¢ independente do valores de
autopolarizacdo, quando o coeficiente de atrito decresce com o aumento da tensdo

de autopolarizagao.

Palavras-chave

Carbono amorfo; implantacdo de ions; ‘“etching”; plasma; AFM; XPS;

analises por feixe de ions.
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Abstract

Atoche Espinoza, Vicente Agustin; Freire Jr., Fernando Lazaro.
Superficial incorporation of nitrogen in film DLC treated in Plasma of
radio frequency. Rio de Janeiro, 2003. 98 p. MSc. Dissertation-
departamento de Fisica, Pontificia Universidade Catolica do rio de Janeiro.

Amorphous Hydrogenated carbon films (a-C:H) and
nitrogenated films a — C: H(N) deposited by plasma enhanced chemical vapor
deposition in CH, and CH,N, atmospheres were submitted to nitrogen r.f.-
plasma treatment. The influence of several parameters was investigated: the
chamber pressure, the self-bias voltage and the exposure time. The erosion rate
was determined by profilometry. It increases as the self-bias increases and tends
to saturate for higher pressures. The nitrogen incorporated in the films was
measured by nuclear reation analysis. The results indicate a decrease in the
N content a the self-bias increase that can be atributted toen increase of the
sputtering yield. The chemical bonds were probed by XPS and two chemical
environments can be identified, one with N atoms surrounded by C atoms and the
other one with N atoms binding to H. Surface roughness and friction coefficient
modifications were followed by atomic force and lateral force microscopies. The
surface roughness is independent on the value of the self-bias voltage, while the

friction coefficient slightly decreases.

Keywords

Amorphous carbon; ion implantation; plasma; etching; AFM; XPS; ion

beam analyzes.
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Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano.
So porque existem algumas gotas de dgua suja nele, ndo quer
dizer que ele esteja sujo por completo.

Ghandi
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